Smlouva o vyuZziti vysledki dosazenych v projektu vyzkumu a vyvoje
¢. TH03010006 s ndzvem
,»Yyzkum a vyvoj vysokonapét’ovych Si diod pro efektivni konverzi vysokych proudovych

N1

vykont

kterou dle ustanoveni § 1746 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist, a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 130/2002 Sb., o podpoie vyzkumu,
experimentalniho vyvoje a inovaci z vefejnych prostfedkii a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zakon o podpoie vyzkumu a vyvoje), ve znéni pozd&jsich piedpisu (dale jen ,,Smlouva®), uzaviraji nize
uvedeného dne, mésice a roku tyto:

Clanek 1.
Smluvni strany

1.1. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.0.

Sidlo: Roznov pod Radhostém, 756 61, 1. maje 2230

IC: 26821532

DIC: CZ26821532

v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé zapsana v oddilu C, vlozka 27652
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Gi¢tu: 13107851/0100

Statutarni organ: ing. Josef Svejda, jednatel

Jméno a piijmeni fesitele: XXXXXXXXX

na strané jedné a dale v textu jako ,,ptijemce” nebo ,,ONCR".

1.2. Masarykova univerzita

Sidlo: Brno, 601 77, Zerotinovo nam. 9

IC: 00216224

DIC: CZ00216224

VVS - Vefejna nebo statni vysoka Skola (zakon ¢. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zdkont), nezapisuje se do OR

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka

Cislo uétu: 85636621/0100

Statutarni organ: prof. MUDr. Martin Bare$, Ph.D., rektor

Jméno a ptijmeni dalSiho feSitele: XXXXXXXXX

na strané druhé a dale v textu jako ,,dalsi Gcastnik projektu” nebo ,,MU".

1.3. Vysoké uceni technické v Brné
Sidlo: Brno, 601 90, Antoninska 548/1
1C: 00216305
DIC: CZ00216305
VVS - Vetejna nebo statni vysoka Skola (zakon €. 111/1998 Sb., o vysokych skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakont), nezapisuje se do OR
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka
Cislo t¢tu: 107-2917830267/0100
Statutarni organ: prof. RNDr. Ing. Petr Stépanek, CSc., rektor
Jméno a piijmeni dal§iho fesitele: XXXXXXXXX

na stran¢ druhé a dale v textu jako ,,dalsi ucastnik projektu® nebo ,VUT*.
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Clanek 2.
Piedmét Smlouvy

2.1 Piedmétem této Smlouvy je uprava uzivacich a vlastnickych prav k vysledkim dosazenym fesenim
projektu ¢. TH03010006, s nazvem ,,Vyzkum a vyvoj vysokonapétovych Si diod pro efektivni
konverzi vysokych proudovych vykont* (déle jen "projekt"), feseného s podporou Technologicke
agentury Ceské republiky, a jejich vyuziti po ukonéeni feeni projektu.

2.2 Uelem této Smlouvy je uplatnéni & vyuziti vysledkil prokazujici i¢elnost poskytnuté dotace na
podporu projektu z vefejnych prostiedkd.

Clanek 3.
Vymezeni dosaZenych vysledki a jejich srovnani s cili projektu

3.1 Resenim projektu bylo dosazeno skupiny evidovanych vysledkii shrnutych v nize uvedené tabulce.
Uvadeény seznam vysledki je pln€ prevzat ze systému ISTA; identifikacni ¢islo vysledktm ptidélila
Technologicka agentura Ceské republiky; uvadime dale nazev vysledku, jeho druh a obdobi jeho
dosazeni. Pod kazdym vysledkem je uveden komentaf v souladu s udaji ze zavérecné zpravy, ktera
bude pfedmétem oponentury ze strany poskytovatele.

Identifika&ni &islo || Nazev Druh Obdobf
vystupu/vysledku

THO03010006-V1 | Trench Ultra Fast pro napéti do 600 V \?ng:‘ekk' Funkeni Rok 2020

Trench Ultra Fast (TUF) pro napéti do 600 V je velmi rychla dioda, ktera dosahuje mezi kfemikové technologie a
svymi parametry se blizi (nakladné&j§im) FeSenim na bazi SiC. Deska s Cipy priiméru 150 mm (nebo 200 mm),
standardni tloustka substratu 625 um (nebo 725 um), krystalograficka orientace substratu <100>, zavérné napéti
az 600 V pro proudy do 50 A.

Vlastnikem vysledku je ON SEMICONDUCTOR a spole¢nost také v plné mife zajisti komeréni aplikaci. Dalsi
uchazedi budou mit pfistup k datim charakterizace vysledkd, vzorkiim v razné fazi rozpracovanosti pro analyzy a
testy a po spolec¢ném souhlasu (zhodnoceni ochrany IP) mohou také publikovat dosazené vysledky.

TH03010006-V2 Vysokonapétové diody pro napéti do 1700 V \?zfg?ekk- Funkeni Rok 2019

Byla realizovana prvni sou¢astka 1200 UFS SCR TIGBT na vlastni BGSOI desce priméru 200 mm, specifikace
W865S00 v integraci s diodou 8.5X8.5mm (200A, DG12B0OE28PB; VIPER modul pro 1200V). Funkéni vzorky byly
ovéreny zakaznikem (customer samples) pro aplikace v automobilovém pramyslu.

Oveérené funkéni vzorky jsou vyuzity ke kvalifikaci novych vyrobnich postupu - dosazeni vysledku typu ovéfena
technologie, resp. technologicky poloprovoz.

Dosazené vysledky a demonstrovana zpuUsobilost realizovat naro¢né procesy na deskach prameéru 200 mm vedli k
pfipravé zaméru nové vyrobni linky pro diody v Roznové p. R. V roce 2019 byla uzaviena prvni faze investi¢ni
akce ze strany korporace.

Vlastnikem vysledku je ON SEMICONDUCTOR a spole¢nost také v pIné mife zajisti komeréni aplikaci. DalSi
uchazedi budou mit pfistup k datim charakterizace vysledkd, vzorkim v rizné fazi rozpracovanosti, pro analyzy a
testy a po spole¢ném souhlasu (zhodnoceni ochrany IP) mohou také publikovat dosazené vysledky. Podil dalSich
uchazecl na vysledku pak odpovida vlastnictvi vyvinutych metod charakterizace polovodi¢ovych soucastek a
materialu.

TH03010006-V3 Rychlé diody ,Localized Lifetime Control* \(/Bngpekk- Funkeni Rok 2020

Rychlé diody ,Localized Lifetime Control“ s vyuzitim lokalniho snizeni doby Zivota minoritnich nosicl elektrického
naboje pomoci vytvareni stavll v zakdzaném pasu. Konkrétni technologie bude zaloZzena na vhodné dotaci
kifemikového substratu He a/nebo Pt nebo ozafovanim (elektrony, protony, gama zafenim). Zameérem je skupina
diod s napétim 600 — 1700 V. Substraty <100> - epitaxni, nebo float zone (FZ) nebo SOI, primér 150 mm (nebo
200 mm).

Vlastnikem vysledku je ON SEMICONDUCTOR a spole¢nost také v plné mife zajisti komeréni aplikaci. Dalsi
uchazedi budou mit pfistup k datim charakterizace vysledku, vzorkim v rizné fazi rozpracovanosti pro analyzy a
testy a po spole¢ném souhlasu (zhodnoceni ochrany IP) mohou také publikovat dosazené vysledky.

Ovérend technologie vyroby rychlych Ztech - Ovéfena Rok 2020

TH03010006-V4 vysokonapétovych kfemikovych diod technologie
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Druh

vystupuivysledkuy || OPdob!

Identifikacni ¢islo || Nazev

Kompletni vyrobni postup v systému PROMIS, v&etné kompletni elektrické charakterizace vyrobenych funkénich
vzorkd.

Vlastnikem vysledku je ON SEMICONDUCTOR a spolecnost také v plné mife zajisti komercni aplikaci. DalSi
uchazedi budou mit pfistup k datim charakterizace vysledkd, vzorkim v razné fazi rozpracovanosti, pro analyzy a
testy a po spole¢ném souhlasu (zhodnoceni ochrany IP) mohou také publikovat dosazené vysledky.

Metody kvantitativni analyzy dopantt a

TH03020005-V8 N PR
vysokonapétova diagnostika Cipl

O - Ostatni vysledky Rok 2020

Metody méreni polovodi¢ovych material( vyvinuté pfedev§im na bazi hmotnostni spektroskopie sekundarnich iontt
a vysokonapétova diagnostika ¢ipt budou komeréné vyuzivany pfi nasledné vyrobé v ON SEMICONDUCTOR
formou smluvniho vyzkumu — nabidky expertnich sluzeb, viz ¢lanek 5 odst. 5. Pfedpoklada se komeréni vyuziti i
jinymi spole¢nostmi polovodi¢ového pramysilu. Vlastnikem vysledku je VUT.

Metody méreni polovodi¢ovych material(i na bazi UV-

THO03020005-V9 VIS-NIR-MIR Spektroskopie, RAMAN, RTG

O - Ostatni vysledky Rok 2020

Metody méreni polovodi¢ovych materialli a soucastek vyvinuté na bazi UV-VIS-NIR-MIR Spektroskopie, RAMAN,
RTG budou realizovany formou smluvniho vyzkumu — nabidky expertnich sluzeb, viz ¢lanek 5 odst. 5. Pfedpoklada
se komeréni vyuziti i jinymi spoleénostmi polovodic¢ového pramyslu. Vlastnikem vysledku je MU.

3.2 Srovnani dosazenych vysledki s cili projektu.

3.2.1 Cilu i ucelu projektu bylo dosazeno v plném rozsahu. Dosazené vysledky svym rozsahem a
skute¢nou vécnou naplni jsou ve shodé s planovanou skupinou vysledkt. Vysledky dosaZzené nad
ramec projektu jsou typu O - odborné publikace a technické zpravy a bylo jich dosaZzeno v ptimé
souvislosti s realizaci planovanych ¢innosti a pfispivaji k uplatnéni hlavnich planovanych vysledku
uvedenych v bodé 3.1. Realizace projektu podpofila rozvoj ucinné spoluprace primyslového
podniku a vyzkumnych instituci.

3.2.2 VaV portfolia vysokonapétovych (> 600V) kifemikovych diod pro aplikace High
Performance Power Conversion (HPPC) a Motor Control (MC) v oblasti automobilového
pramyslu, obnovitelnych zdroji energie a ptenosovych soustav, byl realizovan podle schvaleného
ndvrhu projektu z vécného, ¢asového i finan¢niho hlediska. Aplikaéni potencial souéastek v je v
efektivni konverzi vysokych proudovych vykonti. K vyuziti nové vyrobni technologie s aplikaci
vyvinutych feseni dojde bezprostiedné po dosazeni planovanych vysledki - v roce 2021.

Clanek 4.
Uprava vlastnickych a uzivacich prav k vysledkiim

4.1 Vsechna majetkova prava k vysledktm patii ptijemci, popt. spolupfijemci. Prava autorti a pivodci
vysledkll a majiteld ochrannych prav k nim jsou upravena zvlaStnimi pravnimi predpisy.

4.2 Mohou-li si u né€kterého ze Smluvnich stran ¢init naroky na prava k vysledkim z feSeni tieti osoby,
musi Smluvni strany provést takova opatieni nebo uzaviit takové Smlouvy, aby tato prava byla
vykonavana v souladu s jeho vlastnimi zavazky vyplyvajicimi ze Smlouvy ¢i rozhodnuti o
poskytnuti dotace na podporu projektu.

4.3 Postoupi-li Smluvni strany majetkova prava k vysledkiim z feSeni projektu tietim osobam, zajisti
odpovidajicimi opatfenimi nebo Smlouvami, aby jejich smluvni zavazky piesly na nového nositele
majetkovych prav tak, aby byly zajistény zajmy poskytovatele vyplyvajici ze Smlouvy ci
rozhodnuti o poskytnuti dotace na podporu projektu.

4.4 Smluvni strany odpovidaji za to, Ze vysledky projektu nezasahuji do prav jinych osob z
primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, a to pro jakékoliv vyuziti vysledki projektu v CR
1 v zahranici.

4.5 Vysledky, zvetejiiované v tisténé forme, ve forme védeckych ¢i odbornych publikaci nebo ve formé
prezentaci, musi obsahovat informaci o tom, Ze jich bylo dosazeno feSenim projektu vyzkumu a
vyvoje podporovaného z veiejnych prostiedkd na podporu vyzkumu a vyvoje.
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Clanek 5.
Zpusob vyuZiti vysledka a doba, do které musi byt vysledky uplatnény

5.1 Smluvni strany jsou povinny zpfistupnit vysledky vSem zajemctim o jejich vyuziti za stejnych
podminek.

5.2 Prijemce vyuZzije vysledky uvedené v odstavci 3.2 zejména ke své podnikatelské ¢innosti nebo pii
vyvoji dal$ich produktt, tak aby doslo k jejich maximalnimu ekonomickému vyuziti, a to po dobu
nejpozdéji od 31. prosince 2022 a nejméné 5 (slovy: ,,péti*) let od podpisu Smlouvy.

5.3 Dalsi ucastnici vyuZziji vysledky nejméné po dobu 5 (slovy: ,,pét*) let od ukonceni projektu, zejména
pfi své vyzkumné a vyukové a ¢innosti a navazujici smluvni vyzkum a vyvoj.

5.4 Smluvni strany se dohodly, Z7e na uplatnéni a dal§im vyvoji vysledkti budou v dobré viie a pfi
zapojeni svych nejlepsich znalosti a zkuSenosti spolupracovat v dobé nejméné 5 (slovy: ,,péti) let
od uzavieni této Smlouvy.

5.5 Smluvni strany se dohodly, ze do Sesti mésicti od podepsani této dohody uzaviou Smlouvu o
spolupraci, ze které vyplyne povinnost spole¢nosti ON Semiconductor si zavazné objednat
analytické sluzby vyuzivajici metody diagnostiky polovodi¢ovych struktur vyvinuté v ramci
projektu TACR TH03010006. Mnozstvi a termin dodani zdvazn& objednanych sluzeb bude
specifikovan v dodatku Smlouvy o spolupraci. Odména za pripadné vyuziti vysledki ve vlastnictvi
¢i spoluvlastnictvi dalSich u¢astnikli bude soucasti ceny analytickych sluzeb dle tohoto odstavce.

Clanek 6.
Rozsah stupné duvérnosti idaji a zpisob nakladani s nimi

6.1 Vysledky feSeni projektu, které byly publikovany v odborném tisku, nebo které byly jinym
zpisobem zvetejnény, netvoii zadné diveérné informace, se kterymi by bylo tfeba nakladat podle
zvlastnich pravnich predpist.

6.2 VeSkeré jiné informace, které nejsou predmétem ¢&l. 6.1 Smlouvy, tvoii obchodni tajemstvi
Smluvnich stran a Smluvni strany jsou povinny s nimi nakladat tak, aby nedoslo k jejich zneuziti ¢i
neopravnénému zvefejnéni.

6.3 Ochrana obchodniho tajemstvi se nevztahuje na poskytovani informaci poskytovateli dotace, a to v
rozsahu nezbytném pro naplnéni podminek poskytovatele vyplyvajici ze Smlouvy ¢i rozhodnuti o
poskytnuti dotace na podporu projektu.

Clanek 7.
Sankce

7.1 Smluvni strany sjednavaji, ze pokud kterakoliv z nich zjisti poruseni zavazku z této Smlouvy ze
strany druhé smluvni strany, je opravnéna vyslovit vystrahu s tim, ze druhd smluvni strana je
povinna odstranit nesoulad do 60 (slovy: ,,Sedesati“) kalendainich dnt ode dne pisemného sdéleni
vystrahy. V piipadé opakovaného poruSeni smluvni strany sjednavaji pravo dot¢ené Smluvni strany
na odstoupeni od Smlouvy.

Clanek 8.
Doba trvani zavazki ze Smlouvy

8.1 Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou, je uzaviena dnem podpisu posledni ze smluvnich stran
a u¢innd dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv). Zvetejnéni v registru smluv zajisti MU.

8.2 Vypovéd zavazki vzniklych z této Smlouvy musi mit pisemnou formu.

Clanek 9.
Zavérecna ustanoveni

9.1 Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana toliko vzestupné ¢islovanymi pisemnymi dodatky
podepsanymi vsemi Smluvnimi stranami.

9.2 Smlouva je administrovéna elektronicky. Kazda ze Smluvnich stran obdrZi elektronicky
podepsanou smlouvu ve formatu pdf.
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9.3 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatnym nebo neucinnym, nezptisobuje to
neplatnost, resp. neucinnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy a otazky, které jsou predmétem
takového ustanoveni neplatného, resp. neucinného, budou posuzovany podle Gpravy obsazené v
obecné zavaznych pravnich piedpisech, které svym ucéelem nejlépe odpovidaji predmétu upravy
ustanoveni neplatného, resp. neti¢inného.

9.4 Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pozorné precetly a ze je jim jeji obsah jasny a
srozumitelny.

9.5 Na diikaz toho, Ze cely obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vile, pfipojuji tcastnici
své elektronické podpisy.

V Roznové p. R. dne: 28. 1. 2021 V Brn¢ dne: 28. 1. 2021
za piijemce (ONCR): za dalsiho ucastnika projektu (MU):
ing. Josef Svejda, jednatel prof. MUDr. Martin Bare$, Ph.D., rektor

V Brné dne: 27. 1. 2021
za dalsiho ucastnika projektu (VUT):

prof. RNDr. Ing. Petr Stépanek, CSc., rektor
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